TFE 4200 Analog Integrated Circuits
Problem sheet #8
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Finn uttgangsimpedansen til kretsen over. Bruk smasignalanalyse og anta at begge
transistorene opereres 1 det aktive omradet. Se bort fra body — effekten. Anta ogsi at

Zm1 = Sm2. Tas] = L OF af gulas == L.

Oppgave 2

Figuren viser en foldet kaskodeforsterker. Transistorsterrelsene er girt 1 tabellen nedenfor.

Q1 300116 Qs 60/1.6 Qu 10/1.6
Q: 300116 Q; 20116 Qp 10/1,6
Q: 300116 Q@ 20116 Qp 10/1,6
Qs 300/1.6 Q. 20/1.6
Qs 6016 Q2016




Anta dessuten falgende verdier:

Cga[ni‘a‘.a;} = ng(ﬁre:]ap,. =2.0- 1':'_1 PF-"Hﬂl
Cox=1.9 - 107 pF/(um)’

HsCox = 92 HA/V

UpCox = 30 LAV

a)

b)

Finn den tilnermede frekvensen til den sekundzre polen forarsaket av de parasittiske
kapasitansene ved drain til transistorene Q; og Q-. Anta at det brukes +/- 2V
stremforsyvning, at Cp er pa 10 pF og at det totale effektforbruket ikke skal overstige
1 mW. Se bort fra junction kapasitansene.

Hvilken verdi ma Cy ha for at en fasemargin pa 70 ° skal kunne oppnas? Regn ut
enhetsforsterkningsfrelcvensen og slew raten.

Finn den verdien av Cp som gir 70 ° fasemargin nar forsterkeren skal ha
ledekompensasjon. Hvilken starrelse ma motstanden ha? Hva blir den endelige
enhetsforsterkningsfrekvensen og den endelige slew raten? Anta at ledekompensasjon
med ;= 1.2 e, gir 20 % forbednng av enhetsforsterkmngsfrekvensen og 30 °
forbedring av fasemarginen.

Anta at forspenningsstremmene gjennom Q; og Q; er K ganger storre enn de
tilsvarende strommene gjennom Qs og Qs. Anta dessuten at den totale
forspenmingsstrommen 1 opampen, L. er bestemt av det spesifiserte effektforbruket
t1l kretsen.

Utled et uttrvkk for enhetsforsterkningsfrekvensen som funksjon av K og Liyw. Vis at
enhetsforsterkningsfrekvensen maksimeres ved 4 la K veere stor.



Oppgave 3
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Anta at denne CMFB — kretsen er tilkoblet spenningsforsyninger pa +/'— 2.5 V., og at det
kreves at spenninga over stremkildene er minst 0.5 V for at transistorene der skal veere 1
aktiv modus.

Anta dessuten at;

Tw0=—0.9V
f'ap =08V
brx 035V

¥=0.8 V" for p — mos og 0.5 V' for n — mos

a) Hvilken Ve ma p — transistorene veere forspent med for at signalsvinget skal
maksimeres? Hva er det maksimale enkeltsidige signalsvinget som er mulig uten at
forsterkninga t1l CMFB — kretsen blir null? Forklar hvorfor.

b} Gjenta a), men ta na body — effekten med 1 betraktning. Anta at n — brennene til
p — kanal transistorene er tilkoblet Vpp.



